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实验中选择的光刻胶为负胶 N 14 0 7
,
制
备好的光刻胶厚度为 7 0 nl
。
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然后采用 IC P 刻蚀刻蚀 51 0
2 ,








刻蚀深度为 2 0 nl
,
光刻胶 N 14 0 7 刻蚀









但 由于 光刻胶 较厚
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采用激光干涉光刻法与 工CP 刻独技术制备 5 10 2 光子
晶体
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FW H M 为波形的半峰宽
结果分析




































































则材料透射率 卜 I / I
。 。











































( l) 拟合后的曲线的极值 (\
,
cy ) 处的























值均在 1 17 0姗 左右
,
则光子晶体响应波长在
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己 知 刻 蚀 深 度 为 h
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通 过采用激 光干涉光 刻法 与 IC P 刻蚀
技术
,
成 功制备周 期为 7 0 nl
,
刻蚀 深度
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